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基于激基复合物主体的高性能OLED器件

倪　婷,丁　磊,王江南,宁舒雅,张方辉∗

(陕西科技大学 材料科学与工程学院,陕西 西安７１００２１)

摘要:为了得到低驱动电压、高光效的有机电致发光二极管(OLED),本文介绍了一种激基复合物 mCP∶POＧT２T.首先

通过测试 mCP、TPBi、POＧT２T、mCP∶TPBi和 mCP∶POＧT２T薄膜的光致发光光谱,确定了 mCP∶TPBi、mCP∶POＧ
T２T具备激基复合物性能要求,并分别将上述两种激基复合物作为发光层主体,制备器件结构为 HATCN(１０nm)/

TAPC(４０nm)/TCTA(１０nm)/mCP(１０nm)/mCP∶X∶FIrpic(２０nm,Y ,１５％)/X(５０nm)/LiQ(２nm)/Al(１２０nm)

的蓝光 OLEDs.当X 为POＧT２T,Y＝４２．５％(质量分数)时,对应蓝光器件开启电压为２．８３V,功率效率和电流效率分

别达到了３５．５lm/W 和３３．１cd/A.在此基础上,将０．２％(质量分数)的黄光磷光材料 POＧ０１掺入上述器件的发光层,
得到了基于激基复合物主体的暖白光 OLED,该器件获得了６３．７lm/W 的功率效率、６１．８cd/A 的电流效率以及１９．９％
的外量子效率,实现了具备低电压、高效率、色偏较小等优越性能的暖白光 OLED.
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OLEDwithhighperformancebasedonexciplex

NITing,DINGLei,WANGJiangＧnan,NINGShuＧya,ZHANGFangＧhui∗

(CollegeofMaterialsScienceandEngineering,ShaanxiUniversityofScienceand
Technology,Xi＇an７２１０００,China)

Abstract:InordertoobtainOLEDwithlowdrivingvoltageandhighefficiency,akindofexciplex
mCP∶POＧT２Tisintroducedinthispaper．Firstly,bytestingthephotoluminescencespectraofmCP,

TPBi,POＧT２T,mCP∶TPBiandmCP∶POＧT２Tfilms,itisdeterminedthatmCP∶TPBiandmCP∶POＧ
T２Tpossessexciplexperformancerequirements．TheblueOLEDsarefabricatedbyusingtheabove
twoexciplexesasthehostoftheluminescentlayer．ThedevicestructureisHATCN(１０nm)/TAPC
(４０nm)/TCTA(１０nm)/mCP(１０nm)/mCP∶X∶FIrpic(２０nm,Y,１５％)/X(５０nm)/LiQ(２nm)/

Al(１２０nm)．WhenXisPOＧT２T,andY＝４２．５％(massfraction),theopenvoltageofthecorreＧ
spondingdeviceis２．８３V,thepowerefficiencyandcurrentefficiencyare３５．５lm/Wand３３．１cd/A,



respectively．Onthisbasis,０．２％(massfraction)yellowphosphorescentmaterialPOＧ０１isincorporatＧ
edintothelightＧemittinglayeroftheabovedevice,warmwhiteOLEDbasedonthehostofexciplexis
obtained．Thepowerefficiency,currentefficiencyandexternalquantumefficiencyofthewhiteOLED
reaches６３．７lm/W,６１．８cd/Aand１９．９％,respectively．Thewarm whiteOLEDwithlowvoltage,

highefficiencyandlowcolorbiasisrealized．
Keywords:OLED;exciplex;bluelight;warmwhitelight

１　引　　言

　　近年来,白光 OLED在固态照明及显示等领

域得到了广泛应用,被视为下一代梦幻显示技

术[１Ｇ４].人们最早使用纯荧光发光材料制备的白

光 OLED由于其自旋偶合的限制致使器件效率

较低[５],而纯磷光白光 OLED 虽提高了器件光

效,但蓝色磷光材料寿命过低问题仍待解决[６].
后来人们发现荧光Ｇ磷光杂化白光 OLED结构能

够同步实现器件的高寿命和高效率[７Ｇ８],但这种方

法仍然不能实现激子１００％的利用率.随着人们

对 OLED的研究深入,如何在保证器件低驱动电

压的同时充分利用所有的激子以获得更高的发光

效率成为了目前研究的热点问题.
激基复合物为高光效 OLED的研究提供了新

的方向.外加电场的激发下,激基复合物能够形成

２５％的单线态S１激子和７５％的三线态 T１激子,由
于其分子间较小的单线态、三线态能级差,能够实

现三线态T１激子向单线态S１激子的上转换(即为

反系间穿越,RISC),继而提高激子利用率[９Ｇ１３].

Adachi等人[１４]将 mＧMTDATA 和３TPYMB分别

作为给体和受体形成激基复合物,并以此作为发光

层制备的OLED器件EQE为５．４％,该实验表明激

基复合物对于器件效率提升具有一定的积极作用,
此后,基于激基复合物 OLED的研究层出不穷.
相比于分子内热致活化延迟荧光(TADF)材料,激
基复合物合成的过程更加简单,且给体、受体材料

可选择性较多,不同给体、受体材料的搭配有望形

成发射波长不同的激基复合物.如 Hung等人[１５]

采用３PＧT２T∶TCTA 作为激基复合物,制备的器

件最大EQE与功率效率分别为１０％和４７lm/W.

Zhang等人[１６]采用 TCTA∶Tm３PyBPZ作为激基

复合物,制备的器件最大EQE与功率效率分别达

到了１３．１％和５３．４lm/W.
对于激基复合物在 OLED的运用,目前研究

倾向于将其直接作为发光层制备荧光蓝光 OLED
或应用于在白光 OLED中进行光色调节,且为了

提高白光器件的光效,一般采用多发光层结构或叠

层结构,但这种结构也常常伴随着器件驱动电压的

偏大.本文使用激基复合物 mCP∶POＧT２T作为

发光主体,制备了蓝光 OLED,通过优化激基复合

物掺杂比例,使器件的开启电压降至２．８３V,功率

效率达到３５．５lm/W.更进一步的,将该激基复合

物作为黄光客体POＧ０１和蓝光客体FIrpic的共主

体,制备的白光 OLED获得了６３．７lm/W 的功率

效率、６１．８cd/A的电流效率以及１９．９％的外量子

效率.本文制备的基于激基复合物的白光单发光

层 OLED,实现了低驱动电压和高发光效率,而且

器件结构简单,具有一定的实用价值.

２　实　　验

２．１　器件制备

室温下分别测试 mCP、TPBi、POＧT２T、mCP∶
TPBi以及 mCP∶POＧT２T薄膜的光致发光(PL)
光谱,其中 mCP∶TPBi、mCP∶POＧT２T 均以

１∶１质量比进行掺杂,以此验证 mCP∶TPBi、

mCP∶POＧT２T激基复合物的形成.
将上述激基复合物分别作为发光层主体制备

蓝光 OLEDs,器件结构为:HATCN(１０nm)/

TAPC(４０nm)/TCTA(１０nm)/mCP(１０nm)/

mCP∶X∶FIrpic(２０nm,Y,１５％)/X(５０nm)/

LiQ(２nm)/Al(１２０nm).当Y＝４２．５％(质量分

数,主体质量比为１∶１),X 分别为 TPBi、POＧ
T２T时,对应器件 B、C;选择性能优异的激基复

合物主体,进一步地优化其掺杂比例,当Y＝
５６􀆰７％(质量分数,主体质量比为１∶２)时,对应

器件D,当Y＝２８．３％(质量分数,比例为２∶１)
时,对应器件E;当Y＝２１．３％(质量分数,比例为

３∶１)时,对应器件F.同时为对比基于激基复合

物主体 OLED与单主体 OLED的发光性能差异,
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制备 了 器 件 A,其 结 构 为 HATCN(１０nm)/

TAPC(４０nm)/TCTA(１０nm)/mCP(１０nm)/

mCP∶FIrpic(２０nm,１５％)/POＧT２T(５０nm)/

LiQ(２nm)/Al(１２０nm).上 述 结 构 体 系 中,

HATCN、LiQ分别为空穴注入层和电子注入层;

TAPC和 TCTA 为空穴传输层,其中 TCTA 还

充当了电子阻挡层作用;FIrpic为蓝光磷光客体

材料;mCP作用为防止 TCTA 与上述激基复合

物的受体材料形成新的激基复合物,干扰实验

结果.
在上述实验基础上,本文将激基复合物作为蓝

光磷光材料FIrpic和黄光磷光材料POＧ０１的共主

体,制备了暖白光 OLED,器件结构为:HATCN(１０
nm)/TAPC (４０nm)/TCTA (１０ nm)/mCP(１０
nm)/mCP∶X∶FIrpic∶POＧ０１(２０nm,Y,１５％,

０􀆰２％)/X(５０nm)/LiQ(２nm)/Al(１２０nm).

２．２　器件表征

本文使用的ITO 基板厚度为０．７mm,其中

ITO厚度为１１０nm,方阻为１２Ω/ ,器件发光

面积为０．０９cm２.薄膜的光致发光光谱和紫外吸

收光谱分别通过 HitachiFＧ４６００荧光光谱仪和

PerkinElmerLambda７５０光度计测出.器件蒸

镀设备为苏州方昇光 FSＧ５５０.实验中的材料膜

厚及材料沉积速率均由石英晶体谐振器实时监

测.器件的电流密度、电压、亮度、电流效率、功率

效率、电致发光光谱、色坐标等光电特性均由弗士

达FSＧ１０００GAＧOLED设备测得.

３　结果与分析

３．１　激基复合物性能分析

图１为 mCP、TPBi、POＧT２T、mCP∶TPBi
及 mCP∶ POＧT２T５种薄膜的PL光谱,其样品

峰峰位分别为３９８,３９６,３９０,４２５,４７０nm.mCP∶
TPBi的光谱相较于 mCP、TPBi发生了明显红移

且其光谱半峰宽明显大于 mCP和 TPBi.mCP∶
POＧT２T的光谱相较于 mCP、POＧT２T 发生了明

显红移,且 mCP∶POＧT２T 光谱半峰宽大于后

者.另一方面,由于 mCP 的 HOMO 能级(６．１
eV)和 TPBi的 LUMO 能级(２．８eV)之差为３．３
eV,小于 mCP带隙(３．７eV)或 TPBi带隙(３．４
eV),同样的,mCP 的 HOMO 能级和 POＧT２T
的LUMO 能级(３．５eV)之差为 ２．６eV,小于

mCP带隙或 POＧT２T 带隙(４eV),均证明了上

述复合薄膜带隙减小,光谱红移的现象.半峰宽

变宽、光谱红移等现象表明 mCP∶TPBi、mCP∶
POＧT２T均可作为激基复合物.

图１　 mCP、TPBi、POＧT２T、mCP∶TPBi、mCP∶
POＧT２T薄膜的光致发光光谱.

Fig．１　PhotoluminescencespectraofmCP,TPBi,

POＧT２T,mCP∶TPBiandmCP∶POＧT２T,

respectively．

３．２　基于不同主体的蓝光OLED
图２为基于不同主体的蓝光 OLEDs光电特

性曲线,其中图 ２(a)为基于不同主体的蓝光

OLEDs的 电 流 密 度Ｇ电 压Ｇ亮 度 曲 线.在 ０．１２
mA/cm２电流密度下,器件 A 电压为３．２３V,分
别较器件B和C高出０．０５V 和２．４V.器件 A
电压异常高的原因主要在于,从 TCTA 方向传输

来的空穴和从 POＧT２T 方向传输来的电子分别

需要克服０．３eV和１．１eV 的能级势垒才能在发

光层中进行复合,过高的能级势垒将导致器件驱

动电压偏高.器件 B和器件 C中形成激基复合

物的给体和受体材料又分别充当了对应器件结构

中的空穴传输层和电子传输层,所以载流子在传

输层与发光层界面处无势垒的传输模式将减小界

面电荷积累,降低器件驱动电压.相同亮度下器

件C驱动电压最低,其受体材料POＧT２T电子迁

移率(~１０－３cm２􀅰V－１􀅰s－１)大于TPBi(~１０－５cm２

􀅰V－１ 􀅰s－１),具 备 较 强 的 电 子 传 输 能 力,且

TPBi和POＧT２T的 HOMO能级分别较 mCP低

了０􀆰１eV和１．４eV,因此,POＧT２T具备较优的

电子传输性能和空穴阻挡性能,有利于电子空穴

的平衡传输.
从图２(b)为基于不同主体的蓝光 OLEDs的

亮度ＧEQE 特性曲线及光谱分布.亮度从 １００
cd/m２增至１０００cd/m２,器件 A、B、C的EQE分
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别降了１６．１％、１２．４％、４．０％.其中器件 A 的

EQE滚降最为严重,因为 mCP为空穴传输型材

料,其对空穴迁移率大于电子迁移率,载流子传输

不平衡,激子复合区域将偏向阴极侧,部分激子将

发生猝灭.而激基复合物的引入,有利于发光层

中的载流子达到平衡,有效扩宽了激子复合区域,
提高复合几率,降低三线态Ｇ三线态激子猝灭,进
而降低器件效率滚降.从光谱图中可见,３个基

于不同主体器件的光谱分布均为双峰,主峰位于

４７２nm 处,肩峰位于４９５nm 处,并且光谱与FIrＧ
pic的特征光谱一致,说明主体到客体间的能量转

移完全,器件蓝光发射源于客体上的激子退基辐

射发光,而非激基复合物自身发光.
图２(c)为基于不同主体的蓝光 OLEDs的功

率效率Ｇ亮度Ｇ电流效率特性曲线,同一亮度下,器
件 A相较于其他器件,效率最低,且效率滚降严

重.单主体 mCP在电致激发下形成的单线态激

子和三线态激子分别通过Förster和Dexter能量

传递转移至客体 FIrpic,最终形成 FIrpic三线态

激子并辐射跃迁发光.相比于该能量传递方式,
器件B、C中由于激基复合物作主体,激子的反系

间穿越作用以及磷光材料 FIrpic中重原子的引

入,激子将一直处于一个单线态Ｇ三线态Ｇ单线态

的循环过程,直至能量被传递至客体材料中,激子

利用率更高,主体到客体的能量传递效率更高.
通常荧光材料的瞬时荧光寿命在纳秒量级,而

TADF材料的延迟荧光寿命在微秒量级[１４],激基

复合物具备 TADF效应,其延迟荧光寿命较长,
所以,器件B、C相较于器件 A 而言,随亮度的增

大,效率滚降较小.由 PL光谱可以推断出材料

的单线态S１能级,将 mCP∶TPBi和 mCP∶POＧ
T２T的PL光谱最强峰λmax分别带入公式ES１＝
１２４０/λmax中,得到 mCP∶TPBi和 mCP∶POＧ
T２T的单线态能级大致为２．９２eV和２．６４eV,且
由于激基复合物的内在 TADF效应,其单线态能

级和三线态能级差很小,可以认为 mCP∶TPBi
和 mCP∶POＧT２T的三线态能级分别为２．９２eV
和２．６４eV[１７].在１００cd/m２的亮度下,器件 C
的功率效率为３３．４lm/W,电流效率为３２．５cd/

A,分别比器件B效率提升１２％和２６．５％.器件

B光效较低说明 mCP∶TPBi为主体对发光层电

荷平衡能力弱于 mCP∶POＧT２T.另一方面,

mCP∶TPBi的三线态能级高于受体 TPBi的三

线态能级(２．８eV),这将导致主体材料产生的激

子有一部分会转移至 TPBi上,最终通过无辐射

跃迁衰减至基态,导致器件B光效降低[１８].

(a)器件电流密度Ｇ电压Ｇ亮度特性曲线

(a)CurrentdensityＧvoltageＧluminancecharacteristics
ofdevices

(b)器件亮度ＧEQE特性曲线及光谱分布

(b) Power efficiencyＧluminanceＧcurrent efficiency
characteristicsofdevices

(c)器件功率效率Ｇ亮度Ｇ电流效率特性曲线

(c)LuminanceＧEQE characteristicsandspectrogram
ofdevices

图２　基于不同主体蓝光 OLED的光电特性曲线

Fig．２　PhotoelectriccharacteristicsofblueOLEDs
basedondifferenthosts
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３．３　基于不同掺杂比例的激基复合物主体的蓝

光 OLED
　　图３为基于不同掺杂比例的激基复合物主体

的蓝光 OLED光电特性曲线.图３(a)为基于不

同掺杂比例的主体对应器件的电流密度Ｇ电压Ｇ亮

度特性曲线,mCP∶POＧT２T比例为１∶１、１∶２、

２∶１、３∶１时,对应器件在０．１２mA/cm２电流密

度下的驱动电压分别为２．８３,３．１,２．８７,２．９２V.
大电流密度下器件 D 驱动电压急剧增加,表明

mCP∶POＧT２T为１∶２掺杂时,因 POＧT２T 的

电子迁移率远大于 mCP的空穴迁移率,传输至

发光层中的电子和空穴不能完全复合,空穴过剩

导致载流子传输不平衡.同一电流密度下,随着

mCP∶POＧT２T 比例的增大(从１∶１增至３∶
１),对应器件的开启电压逐渐增加.当 mCP∶
POＧT２T掺杂比例为１∶１时,发光层中的电子与

空穴的传输能力更趋于平衡,界面载流子积累更

少,激子复合区域更大,表现在同一亮度下,器件

C的驱动电压最小,特别地,在１００cd/m２的亮度

下,器件B的电压为３．１V,１０００cd/m２的亮度下

为４．０５V.
图３(b)为基于不同掺杂比例的主体对应器

件的功率效率Ｇ亮度Ｇ电流效率特性曲线.当 mCP∶
POＧT２T比例减小(从１∶１到１∶２)时,器件效

率随亮度增加而大幅降低;当 mCP∶POＧT２T比

例增大(从１∶１到１∶３)时,器件效率随亮度增

加而逐渐降低;当且仅当 mCP∶POＧT２T比例为

１∶１时,器件拥有最高功率效率和电流效率,分
别为３５．５lm/W 和３３．１cd/A.受体材料 POＧ
T２T与给体材料 mCP在激基复合物中所占比例

过大均会导致电子或空穴过剩,载流子传输不平

衡使得电荷堆积,继而影响器件发光效率.其中

由于POＧT２T的高迁移率和强吸电子能力,使得

发光层中载流子严重失衡,形成的激基复合物能

量传递效率降低,表现在器件 D 随亮度的增加,
效率滚降最为严重.器件E和F在１００cd/m２的

亮度下,功率效率分别较器件 A 低了 １２％ 和

１５％,说明随 mCP比例的增加,发光层中电子和

空穴复合区域将逐渐靠近电子传输层一侧,激子

利用率逐渐降低.
图３(c)为基于不同掺杂比例的主体对应器

件的亮度ＧEQE特性曲线及光谱分布,４个器件的

峰位波长一致,均为４７２nm 和４９５nm,但器件E

的肩峰强度明显小于其他３个器件,即蓝光强度

有所减弱,而器件C、E、F的光谱强度基本一致.

(a)器件电流密度Ｇ电压Ｇ亮度特性曲线

(a)CurrentdensityＧvoltageＧluminancecharacteristics
curvesofdevices

(b)器件功率效率Ｇ亮度Ｇ电流效率特性曲线

(b)LuminanceＧEQEcharacteristicscurvesandspecＧ
trogramofdevices

(c)器件亮度ＧEQE特性曲线及光谱分布

(c)PowerefficiencyＧluminanceＧcurrentefficiencycharacＧ
teristicscurvesofdevices

图３　基于不同掺杂比例蓝光OLED的光电特性曲线

Fig．３　PhotoelectriccharacteristicscurvesofblueOLEDs
basedondifferentdopingproportions
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综上,器件B性能最优,即激基复合物 mCP∶
POＧT２T掺杂比例为１∶１时,对应的器件驱动电压

最低(０．１２mA/cm２电流密度下电压为２􀆰８３V),功

率效率最高为３５．５lm/W,EQE最高为１５．１％.
表１为器件 A、B、C、D、E和F的光电特性测试结

果汇总.

表１　器件光电特性参数汇总

Tab．１　Summaryofphotoelectriccharacteristicparametersofdevices

器件 V(a)/V
PE(lm􀅰W－１)/CE(cd􀅰A－１)/EQE/％(b)

Maximum １００cd/m２ １０００cd/m２

A
B
C
D
E
F

３．２３
３．１８
２．８３
３．０９
２．８７
２．９２

２３．５/２５．２/１１．５
２６．７/３０．０/１１．７
３５．５/３３．１/１５．１
２７．１/２６．６/１１．４
３１．６/３０．１/１３．７
３１．１/２９．４/１３．３

２１．４/２４．６/１１．２
２９．４/２３．９/１１．３
３３．４/３２．５/１４．９
２３．３/２５．８/１１．０
２９．４/２９．７/１３．３
２８．４/２９．２/１３．１

１３．９/２１．４/９．４
１５．８/２５．７/９．９
２４．１/３０．９/１４．３
１５．６/２２．８/９．７
２０．１/２６．８/１２．８
１９．２/２６．２/１１．８

　　(a)器件在０．１２mA/cm２时的电压;(b)器件最高、１００cd/m２亮度下以及１０００cd/m２亮度下对应的功率效率/功率效

率/外量子效率

３．４　基于激基复合物为主体的白光 OLED
图４为蓝光材料 FIrpic和黄光材料 POＧ０１

的吸收光谱及 mCP∶POＧT２T激基复合物的PL
光谱,由图可知,FIrpic、POＧ０１各自的吸收光谱

与 mCP∶POＧT２T的PL光谱均有较大面积的重

叠,表明以 mCP∶POＧT２T 为 FIrpic和 POＧ０１
的共主体时,能够实现能量的高效传递.

图４　FIrpic、POＧ０１吸收光谱及 mCP∶POＧT２T 激

基复合物光致发光光谱.

Fig．４　AbsorptionspectraofFIrpicandPOＧ０１,and
thephotoluminescencespectraofmCP∶POＧ
T２T．

图５为基于激基复合物为主体的白光OLED光

电特性曲线.图５(a)为器件电流密度Ｇ电压Ｇ亮度特

性曲线,在０．２mA/cm２的电流密度下,白光 OLED
驱动电压为３．０４V,对应的亮度为１２５cd/m２,且在

(a)器件电流密度Ｇ电压Ｇ亮度特性曲线

(a)CurrentdensityＧvoltageＧluminancecharacteristics
curvesofthedevice

(b)器件功率效率Ｇ亮度Ｇ电流效率特性曲线

(b) Power efficiencyＧluminanceＧcurrent efficiency
characteristicscurvesofthedevice
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(c)器件光谱分布

(c)Spectrogramofthedevice
图５　白光 OLED光电特性曲线

Fig．５　 Photoelectriccharacteristicscurvesofthe
warmwhiteOLED

驱动电压为６．１V 时,器件亮度可以达到１６６０８
cd/m２.激子从传输层到发光层的无势垒的传输

很大程度上降低了器件的驱动电压,实现了低电

压、高亮度的白光 OLED.
图５(b)为器件功率效率Ｇ亮度Ｇ电流效率特性

曲线.如图所示,基于激基复合物 mCP∶POＧ
T２T的白光 OLED的功率效率和电流效率分别

达到了６３．７lm/W 和６１．８cd/A.激基复合物

mCP∶POＧT２T的引入及比例优化,提高了激子

利用率,使其在发光层中能够平衡复合发光,有利

于器件光效的提升.
图５(c)为器件的光谱分布.电流密度由０．２

mA/cm２增至 ４０ mA/cm２,器件 CIE 色坐标由

(０􀆰４０,０．５０)变至(０．３６,０．４８),其中x 偏移量为

０􀆰０４,y 偏移量为０．０２,CIE色坐标变化量很小.
白光能量传递方式包含两种:一是主体直接传递能

量至黄光客体和蓝光客体;二是能量从主体传递至

蓝光客体,再由蓝光客体传递至黄光客体.而引起

色偏移的原因在于,FIrpic的三线态能级(２．６eV)
高于POＧ０１的三线态能级(２．２eV),但低于mCP∶
POＧT２T的三线态能级(２．６４eV),激基复合物主体

mCP∶POＧT２T 优先将三线态激子传递给 POＧ
０１,待POＧ０１能级上的激子饱和后,剩余的激子

继续传递至 FIrpic,因此,随着电流密度的增加,
蓝光的强度越来越强.另一方面,由于黄光客体

材料POＧ０１ 的吸收面积几乎覆盖了蓝光客体

FIrpic的吸收面积,并且 Firpic的三线态能级高

于POＧ０１的三线态能级,因此能量大部分传递给

POＧ０１,表现在光谱上,则为黄光强度强于蓝光.
在小电流密度下,因黄光客体掺杂比例较小,由于

Dexter能量转移限制,主体与客体间距大于转移

距离,导致能量转移不完全,因此,器件在小电流

驱动下仍有蓝光峰存在.

４　结　　论

本文将激基复合物 mCP∶POＧT２T 作为发

光层 主 体 分 别 制 备 了 高 光 效 蓝 光 和 暖 白 光

OLED.首 先 通 过 测 试 mCP、TPBi、POＧT２T、

mCP∶TPBi及 mCP∶POＧT２T 薄膜的 PL 光

谱,确定了 mCP∶TPBi与 mCP∶POＧT２T具备

激基复合物性能要求.将 mCP、mCP∶TPBi与

mCP∶POＧT２T 分别作为蓝光磷光客体 FIrpic
的主体,制备基于不同主体的蓝光 OLEDs,对比

其器件性能,发现基于 mCP∶POＧT２T主体的器

件性能最优.通过改变 mCP∶POＧT２T 的掺杂

比例来优化器件结构,结果表明,激基复合物

mCP∶POＧT２T 以１∶１质量比掺杂时,对应的

器件性能最优,器件开启电压为２．８３V,功率效

率和电流效率分别达到了３５．５lm/W 和３３．１cd/

A.在此基础上,将 mCP∶POＧT２T 作为白光

OLED主体,制备的白光 OLED的发光层结构为

mCP∶４２．５％(质量分数)POＧT２T∶１５％FIrpic∶
０􀆰２％POＧ０１,该白光器件获得了６３．７lm/W 的功

率效率、６１．８cd/A 的电流效率以及１９．９％的外

量子效率,实现了低电压、高效率、色偏较小的暖

白光 OLED.
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